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(57) Rezumat:

Inventia se referd la un amplificator CMOS selectiv, de
tip LNA (low noise amplifier) pentru banda de 2,4 GHz,
cu compensarea zgomotului termic. Amplificatorul con-

forminventiei contine trei etaje, dupd cum urmeaz&: un ;
prim etaj cu rol de buffer de intrare, care este imple- Ry
mentat cu ajutorul unui tranzistor (M,) NMOS, in confi- Vo

guratie grild comund, ce are dou rezistente (R, si R,)
in scop de polarizare, un al doilea etaj de conversie de
tip intrare simpla-iegire diferentiald, implementat cu aju-
torul unui alt tranzistor (M,) NMOS, avand doud bobine
(L, si L,) in sursd si drend, respectiv, un rezonator
serie, cu rol de filtru notch, conectat la drend, rolul
acestui etaj fiind de a crea doud cdi de semnal si Fig. 1
zgomot, facilitdnd compensarea ulterioard a zgomotului, '
siun al treilea etaj implementat cu alte doud tranzis-

toare (M; si M,) NMOS, in topologie sursda-comun,

avand rol de sumator, acesta sumand semnalele furni-

zate pe cele doud cdi de semnal de catre etajul ante-

rior, ambele tranzistoare (M, si M,) ale celui de-al treilea

etaj fiind polarizate de la aceeasi sursd (V,,) de

tensiune continud, prin doud rezistenie (R, si R,).

Revendicari: 3
Figuri: 2
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Amplificator CMOS selectiv de tip LNA pentru banda
ISM cu zgomot compensat

Inventia se referd la un amplificator de tip LNA (low noise amplifier)
implementat in tehnologie CMOS si propus pentru banda ISM (banda de 2.4 GHz).
Particularitatea acestui amplificator o constituie castigul ridicat, de pana la 25 dB,
obtinut gratie utilizarii a doud inductante suplimentare L, si L, in etajul de
conversie single-ended — diferential (balun) a semnalului util aplicat la intrare.
Prezentul brevet propune o arhitecturd noud de LNA care oferd suplimentar si
compensarea zgomotului termic.

Fig. 1 prezinta arhitectura amplificatorului de tip LNA. Circuitul contine trei
etaje, descrise dupa cum urmeaza.

Primul etaj are rol de buffer de intrare ce asigura adaptarea de impedanta la
intrare si o amplificare minima necesard pentru minimizarea efectului zgomotului
termic generat de acest buffer. Etajul este implementat cu un tranzistor NMOS in
configuratie grild-comund ce are doud rezistente Ry si R, in scop de polarizare.
Rezistenta R, este de cel putin 7 ori mai mare decat R;,;=50Q pentru minimizarea
efectului zgomotului termic generat de aceasta.

Al doilea este de tip balun, implementat cu tranzistorul NMOS M,. Iesirile se
preiau simultan din sursa si drena acestui tranzistor, asigurdndu-se astfel o
conversie single-ended — diferentiala a semnalului aplicata in grila lui M,. Etajul
trebuie proiectat cu atentie in scopul minimizarii deviatiei de la defazajul de 180°
care trebuie asigurat intrinsec de acest balun. Rolul acestui etaj este de creare a
doud cai de semnal si pentru zgomot, facilitind compensarea ulterioard a
zgomotului.

Al treilea etaj implementat cu tranzistoarele NMOS in topologie sursa-
comund M; si My are rol de sumator, acesta sumand semnalele furnizate pe cele
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doua cai de semnal de catre etajul anterior (M,). Ambele tranzistoare sunt
polarizate de la aceeasi sursa de tensiune continud Vy, prin doua rezistente de valori
cat mai mari (pentru decuplare in semnal mic).

Filtrul notch, implementat cu L; si Cs, are rolul de filtrare a semnalului
respectiv de rejectie a semnalului dorit, sumatorul din iesire refacand exact banda
dorita si rejectdand banda nedorita. Pe de altd parte, filtrul notch poate fi folosit
pentru acordul circuitului in frecventa.

Circuitul functioneaza la frecvente de ordinul GHz, putand fi proiectat pentru
lucrul la frecvente de 2.4 GHz (banda ISM) si chiar mai mari (4 — 8 GHz), functie
de tehnologie.

Fig. 2 prezintd raspunsul in frecventa al acestui circuit.



REVENDICARI

1. Amplificator LNA pentru banda ISM (2.4 GHz) caracterizat prin aceea
cd ofera un supra-castig de aproximativ 25 dB (S;;) in conditii de adaptare la
intrare si iesire si a unui factor de zgomot mic (< 4 dB).

2. Metoda pentru compensarea zgomotului termic generat de bufferul de
intrare caracterizata prin aceea ci factorul de zgomot al circuitului este
micsorat prin utilizarea unui circuit de conversie single-ended — diferential
(balun) suplimentar.

3. Metoda pentru filtrarea semnalului caracterizatad prin aceea ca utilizarea
unui filtru notch permite rejectarea benzii dorite pe o cale astfel incat, la
iesire, prin scdderea celor doud semnale, unul contindnd banda doritd si
celdlalt nu, banda dorita este obtinuta la iesire.

(\j_)
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Figura 1. Amplificator de tip LNA cu caracteristica trece banda si
compensare a zgomotului.
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Figura 2. Caracteristica in frecventa a amplificatorului in banda ISM.
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